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요약

본 발명은 액정표시장치 및 그 제조방법에 관한 것으로, 특히, 글래스기판 상에 형성된 제 1 및 제 2게이트전극라인; 

상기 제 1 및 제 2게이트전극라인에 수직하도록 배치된 소스전극라인; 상기 제 1 및 제 2게이트전극라인과 소스전극

라인의 교차 영역에 형성되는 TFT; 일단면 전체에 대해 연장부를 갖고, 접속단자에 의해 상기 TFT에 결합되며, 상기

연장부를 상기 제 2게이트전극라인에 오버랩하는 화소전극; 및 상기 제 1 및 제 2게이트전극라인과 평행하며 상기 화

소전극의 중심부를 가로질러 상기 화소전극의 상부에 오버랩되도록 형성된 공통전극을 구비하며, 상기 화소전극의 

연장부와 오버랩되는 영역내에 포함되는 상기 제 2게이트전극라인의 소정 부분을 패터닝하여 상기 화소전극과 제 2

게이트전극라인과 커패시턴스 값을 조절하는 것을 특징으로 한다.

따라서, 본 발명은 FFS 또는 IPS 모드의 액정표시장치에서 제 2커패시턴스(cgs')의 값을 조절하여 게이트 전계의 영

향을 제거함으로써, 화면표시의 신뢰성을 향상시킬 수 있고, 또한 패널 위치별 픽셀 충전 전압의 균일성을 구현할 수 

있다.

대표도

도 4

색인어

FFS, IPS, 픽셀, 커패시턴스, 전계

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 액정표시장치에서의 픽셀구조를 나타낸 평면도
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도 2는 도 1의 등가회로도.

도 3은 도 2 회로도의 파형도.

도 4는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 액정표시장치의 픽셀구조를 나타낸 평면도.

도 5는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 액정표시장치의 제조공정을 설명하기 위한 수직단면도.

도 6은 본 발명의 바람직한 다른 일실시예에 따른 액정표시장치의 픽셀구조를 나타낸 평면도.

도 7은 본 발명의 바람직한 다른 일실시예에 따른 액정표시장치의 제조공정을 설명하기 위한 수직단면도.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 특히, FFS(Frindge Field Switching) 또는 IPS(In-Plane 

Switching) 모드의 액정표시장치에 있어서 게이트 전계의 영향에 의해 픽셀에서의 빛의 누출을 방지하는 액정표시장

치에 관한 것이다.

도 1은 종래의 액정표시장치에서의 픽셀구조를 나타낸 평면도로서, 도시된 바와 같이, 글래스기판상에 제 1 및 제 2

게이트전극라인(10,12)과 소스전극라인(14)이 수직하도록 형성되고, 제 1게이트전극라인(10)과 소스전극라인(14)의

교차 영역에 TFT(16)가 형성되고, TFT(16)는 접속단자(18)에 의해 픽셀에 해당하는 화소전극(20)에 결합되고, 연

장형성된 돌출부(22)를 갖는 화소전극(20)이 돌출부(22)에 의해 제 2게이트전극라인(12)에 결합되고, 게이트 전극라

인(10)인과 평행하며 화소전극(20)의 중심부를 가로지르는 공통극라인(18)이 화소전극(20)에 오버랩되도록 형성된

다.상기 제 1 게이트전극라인(10)은 n번째의 게이트전극라인을, 상기 제 2게이트전극라인(12)은 n+1번째의 게이트

전극라인을 각각 나타낸다.

도 1에서 참조부호 24는 게이트 전계의 형성을 나타낸다.

도 2는 도 1의 등가회로도로서, 도시된 바와 같이, TFT의 게이트가 게이트전극라인에 접속되고, TFT의 소스가 소스

전극라인에 접속되고, 화소전극과 게이트전극라인(10)간에 제 1커패시턴스(cgs)가 형성되고, 화소전극과 제 2게이트

전극라인(12)간에 제 2커패시턴스(Cgs')가 형성되고, 화소전극과 공통전극라인간에 액정층 커패시터스(Clc)와 저장

커패시턴스(Cst)가 병렬로 형성됨을 나타 낸다.

도 3은 도 2의 회로도에서 제 2커패시턴스(Cgs')를 형성할 시 픽셀 충전접압의 파형도를 나타낸다.

상기한 바와 같은 종래 기술에 있어서, 제 2커패시턴스(Cgs')를 형성하는 방법을 적용하지 않을 경우 예컨대, 신호지

연이 존재하지 않고, 게이트 전압이 하이 에서 로우 레벨로 천이한다면, Vp가 낮아지고 제 2커패시턴스(Cgs')를 통해

게이트-소스간 드리프트 전류(Igs)가 흘러 가 발생된다. 따라서, TFT는 턴오프되고, 가 된다. 

신호지연이 존재할 경우, Vp가 낮아지고 제 2커패시턴스(Cgs')를 통해 제 1 게이트-소스간 드리프트 전류(Igs)가 흘

러 가 발생되고, 지연동안 TFT를 통해 제 1드레인-소스간 드리프트 전류(Ids)가 흘러 이 발생된다. 이때,

TFT는 턴오프되고, 이 된다.

여기서, Vp는 화소인가전압, Vd는 드레인전압, 는 제 1게이트 전극라인과 소스전극라인의 저항과 기생용량 성

분으로 인해 유도되는 킥백전압(kick-back voltage), 은 TFT의 내부전압 변동분을 각각 나타낸다.

따라서, 제 2커패시턴스(Cgs')를 형성하는 방법을 적용하지 않을 경우 에 의해 패널의 중심과 엣지부에 휘도차

가 유발된다.
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반면에, 제 2커패시턴스(Cgs')를 형성하는 방법을 적용 할 경우 예컨대, 신호지연이 존재하지 않고, 게이트 전압이 하

이 에서 로우 레벨로 천이되면, Vp가 제 1게이트-소스간 전류(Igs)에 의해 낮아지지만 제 2게이트-소스간 전류(Igs')

에 의해 가 발생되지 않는다. 이때, TFT는 턴오프되고, Vp ＝Vd가 된다.

신호지연이 존재할 경우, Vgn+1이 하이 레벨에서 낮아지고 가 발생하므로 Cgs'를 통해 제 2게이트-소스간 

드리프트 전류(Igs')가 흐르게 된다. 이때, 가 된다.

여기서, Vp는 화소인가전압, 는 제 2게이트전극라인(12)과 소스전극라인의 저항과 기생용량 성분으로 인해 

유도되는 킥백전압(kick-back voltage) , Vgn+1은 n+1번째 게이트 전압을 각각 나타낸다.

따라서, 제 2커패시턴스(Cgs')를 형성하는 방법을 적용 할 경우 이 패널내에서 발생하지 않아 휘도 균일성을 

구현할 수 있다.

따라서, 제 2커패시턴스(Cgs')를 형성하는 방법을 적용 할 경우 TFT의 턴오프시 픽셀 충전전압이 패널의 위치별로 

균일하게 유지되는 효과가 있다

그러나, 제 2커패시턴스(Cgs')를 형성함에 있어서 픽셀과 게이트간에 게이트 전계가 형성되고 장시간 구동될 시 그 

게이트 전계에 의해 액정이 반응하기 때문에 픽셀에서의 빛 누출과 같은 문제점을 초래할 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 상기 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여 본 발명은 제 2커패시턴스(Cgs')를 조절할 수 있도록 함으로써, 

화면표시의 신뢰성을 향상시킴과 아울러 제 2커패시턴스(Cgs') 주변에서의 픽셀 빛 누출을 제거할 수 있는 액정표시

장치 및 그 제조방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일실시예에 따른 액정표시장치는 글래스기판 상에 형성된 제 1 및 제 2게이트

전극라인; 상기 제 1 및 제 2게이트전극라인에 수직하도록 배치된 소스전극라인; 상기 제 1 및 제 2게이트전극라인과

소스전극라인의 교차 영역에 형성되는 TFT; 일단면 전체에 대해 연장부를 갖고, 접속단자에 의해 상기 TFT에 결합

되며, 상기 연장부를 상기 제 2게이트전극라인에 오버랩하는 화소전극; 및 상기 제 1 및 제 2게이트전극라인과 평행

하며 상기 화소전극의 중심부를 가로질러 상기 화소전극의 상부에 오버랩되도록 형성된 공통전극을 구비하며, 상기 

화소전극의 연장부와 오버랩되는 영역내에 포함되는 상기 제 2게이트전극라인의 소정 부분을 패터닝하여 상기 화소

전극과 제 2게이트전극라인과 커패시턴스 값을 조절하는 것을 특징으로 한다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일실시예에 따른 액정표시장치의 제조방법은 글래스기판 상에 제 1 및 제 2게

이트전극라인층을 형성하는 단계; 상기 제 2게이트전극라인층의 소정부분을 패터닝하는 단계; 상기 결과물 전면에 

게이트절연층을 형성하는 단계; 상기 제 1게이트전극라인층 상부의 게이트절연층 위에 채널층을 형성하는 단계; 상기

채널층의 상부에 소스 및 드레인층을 형성하는 단계; 상기 결과물 전면에 패시베이션층을 형성하는 단계; 및 상기 패

시베이션층을 패터닝한 후 상기 드레인층과 접속하며, 일단부가 상기 제 2게이트전극라인층의 상부에 오버 랩되는 화

소전극층을 형성하는 단계를 구비하여 상기 화소전극층과 제 2게이트전극라인층과 커패시턴스 값을 조절하는 것을 

특징으로 한다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 일실시예에 따른 액정표시장치는 글래스기판 상에 형성된 제 1 및 제 2게

이트전극라인; 상기 제 1 및 제 2게이트전극라인에 수직하도록 배치된 소스전극라인; 상기 제 1 및 제 2게이트전극라

인과 소스전극라인의 교차 영역에 형성되는 TFT; 일단면 전체에 대해 연장부를 갖고, 접속단자에 의해 상기 TFT에 

결합되며, 상기 연장부를 상기 제 2게이트전극라인에 오버랩하는 화소전극; 및 상기 제 1 및 제 2게이트전극라인과 

평행하며 상기 화소전극의 중심부를 가로질러 상기 화소전극의 상부에 오버랩되도록 형성된 공통전극을 구비하며, 

상기 제 2게이트전극라인과 오버랩되는 상기 화소전극의 연장부를 패터닝하여 상기 화소전극과 제 2게이트전극라인

간의 커패시턴스 값을 조절하는 것을 특징으로 한다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 일실시예에 따른 액정표시장치의 제조방법은 글래스기판 상에 제 1 및 제

2게이트전극라인을 형성하는 단계; 상기 결과물 전면에 게이트 절연층을 형성하는 단계; 상기 제 1게이트전극라인층 

상부의 게이트 절연층 위에 채널층을 형성하는 단계; 상기 채널층의 상부에 소스 및 드레인층을 형성하는 단계; 상기 

결과물 전면에 패시베이션층을 형성하는 단계; 및 상기 패시베이션층을 패터닝한 후 상기 드레인층과 접속하며 일단
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부가 상기 제 2게이트 전극층의 상부에 오버랩되는 화소전극층을 형성하는 단계; 및 상기 제 2게이트전극라인층과 오

버랩되는 상기 화소전극층의 일단부를 패터닝하는 단계를 구비하여 상기 화소전극층과 제 2게이트전극라인층간의 

커패시턴스 값을 조절하는 것을 특징으로 한다.

이하, 첨부된 도면에 의거하여 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하도록 한다.

도 4는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 액정표시장치의 픽셀구조를 나타낸 평면도로서, 도시된 바와 같이, 글래

스기판 상에 형성된 제 1 및 제 2게이트전극라인(100,102)과, 제 1 및 제 2게이트전극라인(100,102)에 수직하도록 

배치된 소스전극라인(104)과, 제 1게이트전극라인(100)과 소스전극라인(104)의 교차 영역에 형성된 TFT(106)과, 

접속단자(108)에 의해 제 1게이트전극라인(300)에 접속되고, 일단면 전체에 대해 연장부를 갖는 화소전극(110)과, 

제 1 및 제 2게이트전극라인(100,102)과 평행하며 화소전극(110)의 중심부를 가로질러 화소전극(110) 상부에 오버

랩되도록 형성된 공통전극(112)으로 구성된다. 상기 제 1 게이트전극라인(100)은 n번째의 게이트전극라인을, 상기 

제 2게이트전극라인(102)은 n+1번째의 게이트전극라인을 각각 나타낸다.

상기 TFT(106)와 화소전극(110)은 글래스기판 상에 매트릭스 형태로 배치되면 단위 픽셀을 형성한다,

도 4에서 참조부호 314는 패터닝된 제 2게이트전극라인을 나타낸다.

본 발명의 일실시예에서는 화소전극(110)의 연장부와 오버랩되는 영역내에 포함된 제 2게이트전극라인(102)의 소정

부분을 패터닝하고, 이에 따라 제 2게이트전극라인(102)과 픽셀(106)간의 커패시턴스(Cgs') 값을 조절한다.

도 5를 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 액정표시장치의 제조방법을 설명하면 다음과 같다.

먼저, 도 5에 나타낸 바와 같이, 글래스기판(200) 상에 게이트 물질층을 형성한 후 패터닝하여 제 1 및 제 2게이트전

극라인층(202,204)을 형성하고, 이어 화소전극과 제 2게이트전극라인층간의 커패시턴스(Cgs') 값을 조절할 수 있도

록 제 2게이트전극라인층(204)의 소정부분을 패터닝한다.그 다음, 제 1 및 제 2게이트전극라인층(202,204)을 포함하

는 결과물 전면에 화학기상증착법(CVD:Chemical Vapor Deposition)을 이용하여 게이트절연층(206)을 소정 두께로

형성한다.

그 다음, 제 1게이트전극라인층(202) 상부의 게이트절연층 위에 TFT의 채널을 이루는 채널층(208)을 형성한 후 채

널층(208)의 상부에 소스 및 드레인층(210,212)을 형성한다.그 다음, 소스 및 드레인층(210,212)을 포함하는 결과물

전면에 소자 보호를 위한 패시베이션층(214)을 형성한다.

그 다음, 패시베이션층(214)을 패터닝한 후 그 위에 화소전극층(216)을 형성한다. 화소전극층(216)은 투명하고 전기

전도성을 갖는 ITO(Indium Tin Oxide)로 형성되고, 패터닝된 패시베이션층(214)을 통하여 드레인층(212)에 접속되

며, 일단부가 제 2게이트전극라인층(204)의 상부에 오버랩된다.

도 6은 본 발명의 다른 바람직한 일실시예에 따른 액정표시장치의 픽셀구조를 나타낸 평면도로서, 도시된 바와 같이, 

글래스기판 상에 형성된 제 1 및 제 2게이트전극라인(300,302)과, 제 1 및 제 2게이트전극라인(300,302)에 수직하도

록 배치된 소스전극라인(304)과, 제 1 및 제 2게이트전극라인(300,302)과 소스전극라 인(304)의 교차 영역에 형성된

TFT(306)과, 접속단자(308)에 의해 제 1게이트전극라인(300)에 접속되고, 일단면 전체에 대해 연장부를 갖는 화소

전극(310)과, 제 1 및 제 2게이트전극라인(300,302)과 평행하며 화소전극의 중심부를 가로질러 화소전극(310) 상부

에 오버랩되도록 형성된 공통전극(312)으로 구성된다.

본 발명의 다른 일실시예에서는 제 2게이트전극라인(302)과 오버랩되는 화소전극(310)의 연장부를 패터닝 하고, 이

에 따라 제 2게이트전극라인(302)과 화소전극(310)간의 커패시턴스(Cgs') 값을 조절한다.도 6을 참조하여 본 발명의

다른 일실시예에 따른 액정표시장치의 제조방법을 설명하면 다음과 같다.

글래스기판(400) 상에 게이트 물질층(402)을 형성한 후 패터닝하여 제 1 및 제 2게이트전극라인층(404,406)을 형성

한다.

그 다음, 제 1 및 제 2게이트전극라인층(404,406)을 포함하는 결과물 전면에 화학기상증착법(CVD:Chemical Vapor

Deposition)을 이용하여 게이트절연층(408)을 소정 두께로 형성한다.

그 다음, 제 1게이트전극라인층(404) 상부의 게이트절연층 위에 TFT의 채널을 이루는 채널층(410)을 형성한 후 채

널층(410)의 상부에 소스 및 드레인층(412,414)을 형성한다.

그 다음, 소스 및 드레인층(412,414)을 포함하는 결과물 전면에 소자 보호를 위한 패시베이션층(416)을 형성한다.
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그 다음, 패시베이션층(416)을 패터닝한 후 그 위에 화소전극층(418)을 형성한다. 화소전극층(418)은 투명하고 전기

전도성을 갖는 ITO(Indium Tin Oxide)로 형 성되고, 패터닝된 패시베이션층(416)을 통하여 드레인층(414)에 접속되

며, 일단부가 제 2게이트전극라인층(406)의 상부에 오버랩된다.

그 다음, 화소전극층(418)과 제 2게이트전극라인층(406)간의 커패시턴스(Cgs') 값을 조절할 수 있도록 제 2게이트전

극라인층(406)의 상부에 오버랩된 영역의 화소전극층(418)을 패터닝한다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명은 FFS 또는 IPS 모드의 액정표시장치에서 제 2커패시턴스(Cgs')의 값을 조절하

여 게이트 전계의 영향을 제거함으로써, 화면표시의 신뢰성을 향상시킬 수 있고, 또한 패널 위치별 픽셀 충전 전압의 

균일성을 구현할 수 있다.

상기에서 본 발명의 특정 실시예가 설명 및 도시되었지만, 본 발명이 당업자에 의해 다양하게 변형되어 실시될 가능

성이 있는 것은 자명한 일이다. 이와 같은 변형된 실시예들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 

이해되어져서는 안되며, 본 발명에 첨부된 특허청구범위 안에 속한다 해야 할 것이다

(57) 청구의 범위

청구항 1.
글래스기판 상에 형성된 제 1 및 제 2게이트전극라인;

상기 제 1 및 제 2게이트전극라인에 수직하도록 배치된 소스전극라인;

상기 제 1 및 제 2게이트전극라인과 소스전극라인의 교차 영역에 형성되는 TFT;

일단면 전체에 대해 연장부를 갖고, 접속단자에 의해 상기 TFT에 결합되며, 상기 연장부를 상기 제 2게이트전극라인

에 오버랩하는 화소전극; 및

상기 제 1 및 제 2게이트전극라인과 평행하며 상기 화소전극의 중심부를 가로질러 상기 화소전극의 상부에 오버랩되

도록 형성된 공통전극을 구비하며, 상기 화소전극의 연장부와 오버랩되는 영역내에 포함되는 상기 제 2게이트전극라

인의 소정 부분을 패터닝하여 상기 화소전극과 제 2게이트전극라인과 커패시턴스 값을 조절하는 것을 특징으로 하는

액정표시장치.

청구항 2.
글래스기판 상에 제 1 및 제 2게이트전극라인층을 형성하는 단계;

상기 제 2게이트전극라인층의 소정부분을 패터닝하는 단계;

상기 결과물 전면에 게이트절연층을 형성하는 단계;

상기 제 1게이트전극라인층 상부의 게이트절연층 위에 채널층을 형성하는 단계;

상기 채널층의 상부에 소스 및 드레인층을 형성하는 단계;

상기 결과물 전면에 패시베이션층을 형성하는 단계; 및

상기 패시베이션층을 패터닝한 후 상기 드레인층과 접속하며, 일단부가 상기 제 2게이트전극라인층의 상부에 오버랩

되는 화소전극층을 형성하는 단계를 구비하여 상기 화소전극층과 제 2게이트전극라인층과 커패시턴스 값을 조절하는

것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 3.
글래스기판 상에 형성된 제 1 및 제 2게이트전극라인;

상기 제 1 및 제 2게이트전극라인에 수직하도록 배치된 소스전극라인;
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상기 제 1 및 제 2게이트전극라인과 소스전극라인의 교차 영역에 형성되는 TFT;

일단면 전체에 대해 연장부를 갖고, 접속단자에 의해 상기 TFT에 결합되며, 상기 연장부를 상기 제 2게이트전극라인

에 오버랩하는 화소전극; 및

상기 제 1 및 제 2게이트전극라인과 평행하며 상기 화소전극의 중심부를 가로질러 상기 화소전극의 상부에 오버랩되

도록 형성된 공통전극을 구비하며, 상기 제 2게이트전극라인과 오버랩되는 상기 화소전극의 연장부를 패터닝하여 상

기 화소전극과 제 2게이트전극라인간의 커패시턴스 값을 조절하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 4.
글래스기판 상에 제 1 및 제 2게이트전극라인을 형성하는 단계;

상기 결과물 전면에 게이트 절연층을 형성하는 단계;

상기 제 1게이트전극라인층 상부의 게이트 절연층 위에 채널층을 형성하는 단계;

상기 채널층의 상부에 소스 및 드레인층을 형성하는 단계;

상기 결과물 전면에 패시베이션층을 형성하는 단계; 및

상기 패시베이션층을 패터닝한 후 상기 드레인층과 접속하며 일단부가 상기 제 2게이트 전극층의 상부에 오버랩되는

화소전극층을 형성하는 단계; 및

상기 제 2게이트전극라인층과 오버랩되는 상기 화소전극층의 일단부를 패터닝하는 단계를 구비하여 상기 화소전극

층과 제 2게이트전극라인층간의 커패시턴스 값을 조절하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.
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